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前言

　　本书第一版问世八年之后，新版赐予了我进一步实现全面搜集半导体器件愿望的良机。
借此机会，增加了八个章节的内容。
在这些新增加的器件中，有一些是在第一版出版后发明的，有一些是在第一版出版之前不久才发明因
而公布受到限制，还有一些则纯粹是被遗漏。
此外新版还增加了一种有意义的器件，即单电子晶体管，由于它可以由金属和绝缘体制作，不一定是
半导体器件，所以将它增补在附录A中。
前一版中论述欧姆接触的一章被移到附录B中，因为它更像是一个组件而不是一个器件。
新版对目录中器件的分类也稍做调整，原有各章在认为有必要时都做了适当的补充修订。
　　附录B新增了一节关于扩散的内容。
这样，附录B便涵盖了半导体器件的所有导电机理，这与许多教科书中开头几章的情况相类似。
若本书被用作研讨课程的主要读本，可以在学习选定的章节之前仔细阅读附录B中的内容。
仍然希望本书能为研究半导体器件提供新的设计制造思路，并且也能成为与半导体相关课程的有益参
考书籍。
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内容概要

本书全面介绍了从第一只电阻器出现至今的200多种半导体器件，并对每种器件的背景知识、结构、原
理及应用做了完整的概述。
器件类型不仅包括早期或已淘汰的器件，更包括新近的量子器件；不仅包括通用器件，还包括专用器
件等。
并且在附录中收录了一些最基本的器件物理知识。
本书的编排可以让广大读者快速了解各类半导体器件，同时也可就某一类器件展开深入的学习与研究
。
本书具有如下特点：收录最全；反映最新器件研究水平；编排独特。
    本书是微电子学、电子科学与技术、材料学等专业的高校师生和从业工程师等在理论学习、科学研
究以及实际工作中必备的教科书和参考书。
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章节摘录

　　二极管Ⅰ：整流器　　第1章 p—n结二极管　　1.1　历史　　1940年，Ohl利用光闪射到硅棒上观
察光电效应时，发现了p-n结。
当时晶体不纯，同一晶体的不同部分有不同的杂质，无意中形成了天然p-n结。
Ohl还发现，当金属触须按压在晶体的不同部位时，便会观察到相反的行为。
当相对于金属触须在晶体上加正偏置产生大电流时，Ohl称之为p型材料；相反，当传导类似电流需要
负偏置时，则称其为n型材料。
后来，贝尔实验室的这个研究小组建立起p型与受主杂质以及n型与施主杂质之间的联系。
1949年，Shockley提出p-n结二极管的理论，并促成了双极型晶体管的发明。
随后，该理论由Sah等及Moll加以完善。
在参考文献中可以查到有关该类器件的最近评述文章。
p-n结已成为电子工业中最通用的整流器。
在许多其他器件中，它还作为一种非常重要的基本结构单元。
　　1.2　结构　　该器件的早期结构形式是将金属引线按压到半导体表面上构成。
电流脉冲通过引线和半导体时，便形成结。
一般认为，掺杂是通过金属引线进行扩散而形成的，如图1.1(a)所示，这种结构称为点接触，金属引线
称为触须(点接触具有p-n结或肖特基势垒的特性，取决于成形工艺，见3.2节)。
早期的另一种工艺是合金法。
该方法将含有适当杂质的金属放置在半导体表面上，加热到共熔温度以上，在界面处形成一层薄的重
掺杂的合金。
以上两种技术都已不再使用。
平面结构如图1.1(b)所示。
表面掺杂通常利用离子注入引入，也可通过高温进行扩散，杂质源可以是通过气体携带，也可以使用
淀积材料。
另一种通用技术是在外延生长过程中掺杂。
二极管的面积通常由注入或扩散过程中绝缘层窗口决定。
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编辑推荐

　　作为集成电路基本组成单元的半导体器件的发展，是过去50多年电子工业高速发展的主要原因。
由于信息时代对更快速和更复杂系统的持续需求，不仅已有的半导体器件得到改进、完善，新的器件
也在不断涌现，因此相关文献涉及的器件种类繁多、变化丰富。
作为全面收集半导体器件的工程学指南专著的第二版，《半导体器件完全指南(原书第2版)》继续保持
了在这个意义上的唯一性：总共收集了74类、200多种器件。
　　与初版一样，《半导体器件完全指南(原书第2版)》的价值体现在其内容全面，以及通俗易懂的表
达方式和易于使用的编排形式，使得《半导体器件完全指南(原书第2版)》适用于广泛的读者群体。
　　列出了关键信息，方便快速浏览　　每一章节对应某种特定的器件，便于参考文献的集中检索　
　从历史、结构、特性、应用等方面详细介绍了每种器件　　第二版在原来的基础上新增了八章，并
且重新编排以反映该领域的最新进展。
不仅如此，《半导体器件完全指南(原书第2版)》继承了初版的优点：对于刚刚毕业想要对本行业有快
速了解的大学生以及想要高效获取基本信息的从业者和研究人员而言，《半导体器件完全指南(原书
第2版)》是理想的参考资料；对于销售人员、律师以及任何与半导体行业有关的人员，《半导体器件
完全指南(原书第2版)》是很有价值的实用手册。
　　1975年获罗格斯大学电气工程专业学士学位，1979年获哥伦比亚大学电气工程专业博士学位：
自1980年起，在位于新泽西州墨累山（MurrayH）的杰尔系统（最早属于AT&T的贝尔实验室，后
因AT＆T被拆分归属于朗讯科技，已于2007年被Lsl Logic兼并）担任技术主管：主要从事siMOS器件
、SiGe异质结双极型晶体管、以及新近出现的化合物半导体高速高功率器件方面的研究：还担任
了IEEE Electron Device Letterls的编辑以及IEEE出版社的联络员。
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